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Sections A/B

Exercice 1 :

1. La caractéristique 7 — v de la diode idéale est représentée ci dessous :

2. On suppose que la diode conduit. Le
circuit de la figure 1 devient celui de la
figure la qui est également équivalent &
celui de la figure 1b.

A

La loi des mailles nous pemet d’écrire :

‘ v=0 >

o
—v;+Rot+FE1 =0

vk :)

1= 7 > ;/_0 e

Soit v; > E7. La diode conduit si v; > F1 et elle est bloquée dans le cas contraire.
3. Lorsque la diode est conductrice, on a :

v0:E1:6V

Sinon, la diode sera bloquée et le circuit de la figure 1 devient celui de la figure 1c.
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3. La caracétristique vy = f(v;) est

représentée a la figure ci-dessous.
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2 4 6 8 10 12

Caractéristique de transfert

4. La tension d’entrée v; est supérieure & 6V dans l'intervalle ty < t < % — tg tel que :

to 1 in( L)
T = 5 aresin(4
1 . (6>
= — arcsin(—
2T 9
= 0.116

La diode est bloquée si tTO = 0.116 < % < % —0.116 = 0.384. Elle est conductrique pour
0< % < 0.116 ou 0.384 < % < 1 La tension de sortie s’écrit :
Isin(2rk)+3 si 0< kL <0.116
vy = 6 si 0.116 < % < 0.384
Isin(2m%)+3 si 0384 < 4 <1

La figure ci-dessous représente 1’évolution de la tension de sortie vy et celle de 'entrée v;.

vi,v0 g
6 —————————

4 vO
2

0 | | | |

Exercice 2 :

1. L’amplificateur opérationnel du circuit de la figure 2 est idéal. Il est donc caractérisé par
une impédance d’entrée infinie, une impédance de sortie nulle et un gain en tension en
boucle ouverte infini. On en déduit que :

vt~ v,  Potentiels aux entrées

it = 7 =0, Courants aux entrées.

2. La loi des noeuds au noeud a potentiel v~ s’écrit (Cf. figure ci-dessous) :

A. MAAOUNI Electronique SMP4 2018/2019 2



Université Mohammed V, Faculté des Sciences, Rabat

—o Vo

i +i2=7J
Soit :
El—v_+E2—v_ _ v — g
Ry Ry Ry
voo= %(Uo + By + E»)

3. La loi 'diviseur de tension’ au point & potentiel v+ se traduit par :

4. Compte tenu du fait que v™

Dot vg = 3V, — Ey — Ey.
Exercice 3 :

1. Schéma en statique

+ Rl 1‘/;

:7‘/;9:
Y TR TR 2

= v~, on déduit que :

1 1
5%—§(U0+E1+E2)

VCC
24V
220k 10kQ
R2 RQ =I_D
I_
S
2
2 2kQ
18kQ S2
Ry 1kR£§ Ro
Ry
E —V
T "+ Ry cc
18
— 24V ~ 1.82V
18 + 220
Ry (1/R1 +1/Ry)!

(1/18 +1/220) 1 kQ ~ 16.6k$2

A. MAAOUNTI Electronique SMP4

2018/2019

3



Université Mohammed V, Faculté des Sciences, Rabat

On suppose le mode actif direct pour le bipolaire et le mode de saturation pour le FET.
Maille M1 :

I
—FEr+ RS 4 Vgr+ Rglp = 0

B
I
—Ep+ RTFC 1+ Vg + Rple = 0, Io~1Ip, B>1
_ Ep—Vpp
Ip = L B2
Rp + BRT
1.82 —-0.7

T =T mA = 1.02mA
1+ 13;16.6

Maille M2:

—Rslp —Vgs — Rolec + Voo =
~RsK(Vgs — Vp)> = Vas — Relc +Vee = 0
Io =V,
(Vas — Vp)* + fiele = Yee

1 Io —
VG2$+<RSI(—2Vp>VGS+RSK.+‘/p2 =0

Or K = I{’/SQS = %mA/V2 = 1.33mA/V?2. L’équation en Vs devient :
p

1 10 x 1.02 — 24

Vgt (mo—46)Vos+ ———+9 = 0
GS+<2.2><1.33+> @St 9o x133

Vég +6.3418Vgs +4.2837 = 0

Les racines de cette équation sont {Vgg1 = —5.5732, Vg2 = —0.768 63}. La valeur de Vg doit
satisfaire l'inégalité V,, < Vigg < 0. Il en résulte que :

Vas = —0.768 63 ~ —0.77V
Le courant drain est donc donné par :

Ip = K(Vgs—V,)?
= 1.33(—0.77 + 3)*mA ~ 6.6mA

La tension Vo se déduit de I’équation de maille suivante :

Vee = Veec — Rcle — Relg
Vee — (Re + Rg) Ic
= 24— (10+1) x 1.02V = 12.8V

1

Ver

De méme, on a :

Vbs = Voo — Rsip
= 24-22%x66V
= 9.5V

La supposition du départ est juste, du fait que Vpg = 9.5V > Vgg—V, = (=0.77+3)V = 2.23V
et Vop =128V > Vg = 0.7V.
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2. La résistance entre base et émetteur du transistor bipolaire est donnée par :

TT(:/Bi

26
= 170T02/<;Q

= 4.3kQ

La transconductance du FET s’écrit :

2
I9n = ——VIplpss

V|
2
= g\/6.6 X 12mAJV ~ 6mA/V

On peut également calculer g, & partir de la relation :

gm = 2K (Vas — V)
2 % 1.33(—0.774+ 3) mA/V ~ 6mA/V

3. Schéma en dynamique de I’amplificateur

Ve - ¢
A L pib -

OmVgs

4. a-Résistance d’entrée

R; = Rrlrx

(1/Rp 4 1/ry) "

= (1/16.6 +1/4.3)" ' kQ
~ 3.4kQ

b-résistance de Sortie

Schéma

Ro

N GVes T gRS @ -
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c-gain en tension

Vo

o
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1 —1
= (=+6) k0
(2.2+ >

155¢2

Ry =

— gmUgs

Ry =

12

(Rs || Rr) gmvys
(Rs || RL) gm (vg — vs)
(Rs || RL) gm (—RcBip — vo)
(%
T9m <_/3RCT — Uo) , Rp=Rgs| R

™

Vs
—BRcRy gy —————
bRe Lg rr + RlLrﬁgm
_BRCRILgm
Tr + R/Lrﬂ'gm
—1700 x 1.1 x 6

43+11%x43x%x6
~ —343.

Vo =
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